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요 약  

 

본 논문은 PIN 다이오드와 λ /4 라인으로 구성된 송수신(T/R) 스위치에 관한 새로운 구조를 제시한다. 대역통과 필터를 

집적한 PIN 다이오드 스위치 구조이며, 3 단 구조의 2 개의 SPST 대역통과 통합 스위치가 조립되어 SPDT 스위치를 

구성한다. 이 스위치는 150MH 의 대역폭으로 3.9GHz 에서 대역통과 응답을 달성하고 110dB 의 높은 격리도를 제공한다. 

 

 

 

Ⅰ. 서 론  

흡수 스위치 (Absorptive Switch)는 시스템 

임피던스와 일치하도록 출력 포트가 50 Ohm 부하로 

종단되는 스위치다. 이렇게 되면 스위치가 OFF 일 때 

신호가 포트의 종단/부하에 의해 흡수되고 스위치에 다시 

반영되지 않는다. 이로 인해 VSWR (Voltage Standing 

Wave Ratio)이 낮아진다. SPDT (Single Pole Double 

Throw) 스위치 설계의 주요 매개 변수는 송신기와 

수신기 사이의 높은 절연성과 컴팩트한 크기이다. 

지금까지 전계효과 트랜지스터(FET) 또는 PIN 

다이오드를 사용하여 성능을 개선하기 위해 많은 노력을 

기울였다 [1~4]. 이 두 요소의 선택은 회로 크기와 

필요한 최대 전력 처리 용량에 따라 다르다. SPDT 

스위치는 SPST (Single-pole-Single-Throw) 스위치에 

BPF (Band-Pass-Filter)와 흡수 스위치를 결합하여 

설계하였다. PIN 다이오드를 이용하면 FET 소자에 비해 

많은 전력 소모의 단점이 있으나 높은 항복 전압, 낮은 

삽입 손실, 높은 스위칭 차단 주파수, 그리고 높은 전력 

수용 능력 등의 장점이 있다. 반사 T/R 스위치는 

안테나로 전환되지 않는 포트 또는 OFF 상태 포트에서 

반사 손실이 낮은 문제가 있다. 낮은 반사 손실은 

임피던스 불일치로 인해 들어오는 신호가 다시 소스로 

반사되어 발생한다. 이 문제를 해결하기 위해 흡수 BPF 

스위치 회로를 설계하였다. 

 

Ⅱ. 본론  

 
Figure 1 A conventional configuration of PIN diode SPDT 
switch that has shunt diodes terminating quarterwave lines. 

Fig. 1 과 같이 가장 일반적인 PIN 스위치의 구성은 

PIN 다이오드를 이용하여 λ /4 파장 라인으로 구성하는 

것이다. 이 PIN 스위치는 삽입 손실, 절연, 전력 처리를 

비롯한 우수한 신뢰성을 제공한다. 필터 통합 스위치의 

핵심 개념은 다양한 바이어스 조건에서 PIN 다이오드의 

특성을 기반으로 한다. 순방향 바이어스 시, 전류가 

P 에서 N 접합으로 흘러 매우 낮은 순방향 저항을 

유발한다. 따라서 PIN 다이오드 양단이 단락되어 있다고 

가정할 수 있다. 역 바이어스 시, 역방향 전압은 PIN 

다이오드의 i 층에 있는 자유 전자를 제거하므로 작은 

직렬 캐패시턴스인 Cj 로 나타난다. 이 작은 

캐패시턴스는 RF 신호에 대한 높은 임피던스를 초래한다. 

따라서 PIN 다이오드 양단에 개방 회로를 가정할 수 

있다. 이 고유한 특성으로 PIN 다이오드 스위치와 

BPF 의 기능을 결합할 수 있다. 

 
Figure 2 Proposed absorptive SPDT switch integrated 
bandpass filter.  
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Fig. 2 와 같이 이 회로에서는 3 단으로 이루어진 2 개의 

SPST 대역통과 통합 스위치가 조립되어 SPDT 스위치

를 형성하였다. 시뮬레이션 결과에 따르면, Tx 및 Rx 상

태 모두에서 스위치는 Fig. 3 과 같이 3.85-4.0 GHz 주

파수 범위에 대해 낮은 삽입 손실과 높은 격리도(110 dB 

이상)를 제공하였다. 

 
Figure 3 Simulation results of insertion loss and isolation 
of the proposed SPDT switch. 

 

Ⅲ. 결론  

본논문에서는 SPST 스위치에 BPF 와 흡수 스위치를 

결합하여 SPDT 스위치를 설계하였다. 이 구조는 높은 

수준의 격리도 및 반환 손실을 갖는 고성능 흡수 대역 

통과 필터 통합의 PIN 다이오드 SPDT 스위치를 

제시한다. λ /4 라인의 여러 섹션으로부터 높은 절연이 

얻어진다. 삽입 손실은 매우 낮은 순방향 저항 

다이오드를 선택함으로써 최소로 유지되었다. 대역통과 

필터 통합의 구조도 삽입 손실을 줄이는 데 기여를 

하였다. BPF 의 공진기는 이론적으로 공진 주파수에서 

무한 임피던스를 가지며, 따라서 스위치의 삽입 손실을 

감소시킨다. 1 단의 경우에는 30~40dB 의 격리도를 얻을 

수 있었지만, 2 단 에서는 70dB, 최종적으로 3 단에서는 

110dB 이상의 격리도를 얻을 수 있었다.  
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